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内容概要

本书共十七章，分上下两册出版。
上册主要涉及一些比较基本的内容，包括结构和结合性质，半导体中的电子状态，载流子的平衡统计
，过剩载流子，接触现象，半导体表而和MIS结构，微结构和超晶格，半导体的光吸收，半导体的光
发射等十章。
下册则收入一些专题，包括载流子的散射，热现象，复杂能带输运，热载流子，强磁场下的输运和磁
光现象，半导体中自旋相关的现象，非晶态半导体等七章。
本书可供已学过同体物理的大学生、研究生以及有关方面的研究人员阅读、参考。
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章节摘录

插图：过去30年中，对热载流子的动态弛豫过程进行了大量的研究.这不仅是因为它们在物理上具有基
本的重要性，而且因为载流子弛豫过程和电子器件及光电子器件的响应速度密切相关。
例如，GaAs场效应晶体管和异质结双极晶体管可达到的速度取决于电子在导带中高速区和低速区的转
换的快慢。
在这一节和下一节中，我们将讨论激光脉冲激发的能量较高的热载流子的弛豫过程。
实验方法主要是超快的、时间分辨的光谱方法。
这种研究载流子的非平衡现象及和品格相互作用的方法，不同于传统的通过输运性质进行研究的方法
。
输运性质反映的是不同能量的载流子的平均性质。
而采用基于亚ps和fs激光脉冲的时间分辨光谱技术，使人们可探测到载流子微观分布及它们在亚ps和fs
时间尺度上的演变。
由于不同散射机制的散射时间通常分布在几十fs到几百fs之间，因而这类方法可展现载流子分布所经历
的变化，并可通过分析认识变化过程所涉及的主要散射机制。
激发一探测光谱术和时间分辨的荧光谱是应用得很广泛的实验方法。
实验大多在Ⅲ-V化合物，特别是GaAs上进行的。
选择Ⅲ-V化合物而不是Ⅵ族元素半导体，是因为它们是直接禁带的，其中的光吸收和光发射过程都较
易于解读。
而且在实验上，对于探测载流子的分布函数和它们的动态过程都至关重要的复合荧光，只有在直接禁
带材料中才易于被观察到。
有关的实验方法和具有典型意义的实验结果将放在下一节介绍。
我们将主要以GaAs为例来说明，适当辅以其它半导体。
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编辑推荐

《半导体物理学(下)》为高等教育出版社出版。
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